
K Salektrgonmik 

Optoelektronischer Koppler 
MB104 

Prüfzertifikat VDE 0883 

Der optoelektronische Koppler MB 104 besteht 
aus einer IRED im Eingangskreis und einem 
Planaren npn-Si-Fototransistor mit und ohne 
Basisanschluß im Ausgangskreis. Er dient zur 
galvanischen Trennung von Stromkreisen mit 
hohen Potentialdifferenzen und ist vorwie- 

gend für den Einsatz in der Meß-, Steuer- 

und Regelungstechnik vorgesehen. 

Für den Koppler MB 104 gelten folzende Tyo- 

bezeichnungen: 

MB 104/4 A-F } m4g herausgeführter Baeis 
MB 104/5 A-P 
MB 104/6 A-F ohne herausgeführter Basis 

Masse : 0,5 8 
Standard: TGL 36609 

Arıschluß Belegung 

IRED-Anode 

IRED-Katode 

nicht belegt 

Fototransistor-Mitter 

FPototransistor-Kollekxtor 

Fototransistor-Basis 
bzw. nicht belegt 



nngr = 9 Betriebste: 'atur- Ke: ‘ößen bei ®5 = 25 C etrie) mper: 
bereich % 55 +85 ° 

Durchlaßglei ch- min Max Lagerungstemperatur- 9 

W F “ ; Lagerung bis zu 30 Tagen %4g -55 +125 ° 
p‘neisUR öV Ir a 10 pA  Kriechstrecke 2.8,4 mm 

Kollektor-Emittar- Iuftstrecke * &3 Dunkelstrom 
O E 1) g11% mur für Kollektor-Enitter-Strom- 
Vn = 10 V Iogo * 50 mM gruppen E und P - Kollektor-Basi3- 2) bei einer Temperatur bis £ 70 °C; tür 70 °C Dugkäl;trcl'l.\ o <& 5 85 °C Reduktion um 1,33 mA/K 

a 3) bei einsr Temperatur bis £ 70 °C; für 70 °C 
Ucp = 70 V I60 - 100 pA <*’n 85 °C‚Reduktion um 2,67 mA/K, 

Bnitt;r-Kullektor- = 50 ps; T'E =1:2 
det ;;rgm 0 4) g!.lt nur für Koppler MB 104/4; MB 104/5 

0 
Upc= 6V 1Ix00 . 10 pA 5) dei d = 25 °C; für 25 °C < d * 85 °C, 

Kollektor-Emitter- Reduktion um 2,67 mW/K 
n 5) innerhald 1 min; gilt nur für Standard- 

bei Ip= 10 mA bezugsatmosphäre nach”1GL 20 618/02 
Yan ® W To2(8) 

3 125 mA inmA , 
C6 100 20,0 mA Tn inmA ZpinmA 

2 D 160 320 mA 
auf Anfrege ; E 240 28,0 mA 

F 40,0 80,0 mA - _ 
bei Ip= 3,2 mA 

“ 1 m- GE Tog(4) @L ® f 
A, B 0,2 “ mA { 

D, 3, P 118 78 L N mA \ 
(E, F auf Anfrage) wl 20 i 

Isolationswiderstand { X bei Urg = 0,5 *W Rıg 100 - GQ 2r o » 
Isolationsstrom 155 - 100 nA ! 
Verzögerungszeit *a - 5 8 L 
Impulsanstiegszeit t_ - 10 s 808 20 2 O MS in Speicherzeit M * 1,5 . ws in 

4,0') s 
Impulsabfallzeit t - 10 s Abhängigkeit des Durchlaßgleichstromes bzw. £ Rı 
Grenzwerte des periodischen Spitzendurchlaßstromes von En der Umgebungstemperatur 
Eingangskreis: 

Durohlaßgleichstrom” 1, e 40 mA 
Spitzendurchlaß- y 
strom, periodisch”” TIppy - 80 mA 
Spitzendurchlaß- Jan iNA 
strom, nicht periodisch l “ 

(t. = 1 ys; 2 ] 
2 min Pause) I - 3 A Ipan“t (tp) ı 

Sperrgleichspannung Up - 6 v 107 Parameter : 7 = 
Spitzensperrspannung Uppy - 6° r TE 29 A - 25 
Ausgangskreis: 

Kollektor-Emitter- : = mi T Spannung * _ —s 

MB 104/4 A«..D “ 70 v $ 
MB 104/5 A...D - 35 V =100, 
MB 104/6 A...D - 35 4 * 

Emitter-Basis- # 
Spannung* . 6 7 v J 
Emitter-Basis- „) WTr 4 6810°*2 4681002 WE0W!2 w aowW' Spitzenspannung‘ Üar > 6 V %ins 
Verlustleistung?) Pı - 200 mW 
Koppler Durchlaßspivzenstrom der Eingangsdiode des 
Spitzenisolations- Kopplers bei einer Umgebungstemperatur 

$a = 25 9C in Abhängigkeit der Impulsdauer 
SPMEnIS Urr 4,4 k__ Parameter: Tastverhältnis 
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E —] 250 Uln Mittlerer Kollektorstrom des Ausgangstran- 
v7 z 4 6e8m0° z * 6607 2 4 
Mittlerer Kollektorstrom des Ausgangstran- 
sistors beim Koppler in Abhängigkeit der 
Kollektor-Emitter-Spannung 
Parameter: Durchlaßstrom T 

sitors beim Koppler in Abhängigkeit des 
Durchlaßatromes der Eingangsdiode 

L 
%-CJ-°”.%'V 

m— 

® [ e e Canı i % F za HHH UD = na al I“ 

8 4 &! T 
g# R _ Tee (rae)__ _ 

T £ Zox(nae=0<) (l -{ 
42 FA Yop“ TOV__ da m250 | 

E TTT 1077 
34 6810* 2 46805 2 4 ””;„__';„g' . Z,inA| ® 

i E E MD 7 Normierter Kollektorstrom in Abhängigkeit des H— # 
Basis-Emitter-Widerstandes beim Koppler 
Parameter: Durchlaßstrom I 
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Mittlerer normierter Kollektorstrom des 
Ausgangstransistors beim Koppler in Ab- 
hängigkeit der Umgebungstemperatur 

W ON R Y 

Mittlerer Durchlaßstrom der Eingangsdiode 

des Kopplers in Abhängigkeit von der Duroh- 
laßspannung. Parameter: Umgebungstemperatu

r '°u 
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Abhängigkeit der Verlustleistung 
von der Umgebungstemperatur Spannungsüvertragungsverhältnis des Kopplers 

als Funktion der Frequenz in der vorherigen 
Schaltung, Parameter: Kollektorwiderstand Rı 

Kanal A 

100% Fgl 

5o% v 
generator 

Kanal B 

0% A 
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Definition der Schaltzeiten '„‘:5°;’;';‚;:‚‘;2%„3‘‚:’@*„"'*£‚‘„%‘;*‚'‚“ 
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Belastung: 
Uoo= &V 
FEL =7109 " 
dı - 850 k“"‘_ wva 

Ca BL 
!! &27 k A 

W: 5W 52 5W2 5a92 5W 
tinh 

Stromübertragungsverhältnis 

als ;ion der Belastungs- 

zeit 'I%' = f (t) 

Änderungen vorbehalten! 
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